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Elément sensible et capteur sélectifs comprenant un polymére ferroélectrique.

@ L'invention concerne la mesure de trés faibles concentra-
tions de composés contenus dans un fluide.

Elle se rapporte & un élément sensible dans lequel une
membrane, capable de fixer sélectivement un composé 3 ana-
lyser, est portée par une électrode 14 formée sur une face
d'un film ferroélectrique 10. Lorsqu’une tension alternative est
appliquée entre l'électrode 14 portant la membrane et une
autre électrode 12, le déplacement de la fréquence de réso-
nance, di & la fixation par la membrane du composé a
analyser, permet la mesure de la concentration de ce composé.

Application & la détection de substances contenues par des
fluides biologiques ou par I'atmosphere.
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ELEMENT SENSIBLE ET CAPTEUR SELECTIFS
COMPORTANT UN POLYMERE FERROELECTRIQUE

L'invention concerne la détection et la mesure de
composés présents en faibles quantités dans des fluides, et
plus précisément, elle concerne un élément sensible desti-
né a la détection et & la mesure d'au moins un composé
présent a une faible concentration dans un fluide, et un
capteur comportant au moins un tel élément sensible.

Dans divers domaines techniques, il est souhaitable
qu'un ou plusieurs composés particuliers présents .a une
faible concentration puissént €tre détectés.

Un premier exemple est celui dans lequel la présence
de composés toxiques doit étre évitée pour des raisons de
sécurité. Ainsi, il est souhaitable que la concentration de
l'urée puisse étre mesurée dans un fluide bioclogigque.

Un autre exemple est celui de la détection de traces
de composés peu volatils indiquant la présence & proximité
de grandes quantités de ces composés. Ainsi, il est souhai-
table que la présence dans l'atmosphére de traces de stupé- -
fiants tels que la morphire, l'héroine et la cocaine puisse
étre déterminée, car elle est un indice de la présence a
proximité de grandes gquantités de telles substances.

On connait déji des capteurs comprenant des transis-
tors & effet de champ & grille isolée dont la grille est
revétue d'une membrane enzymatique réactive. En présence de
réactions chimiques spécifiques, le potentiel de la membra-
ne varie et provogue une variation du potentiel électrique
de 1a grille, et en conséquence du courant de drain. Le
phénoméne générateur est une réaction chimique, et le para-
métre utilisé pour la mesure est l'intensité d'un courant
électrique. .

On a aussi suggéré le revétement d'un .cristal de
quartz par un anticorps du parathion, et la détection de la
fréquénce de résonance du guartz. Dans ce capteur, le
phénoméne générateur est donc une réaction chimigue anti-
corps-antigéne, et le paramétre utilisé pour le mesure est
la frégquence de résonance d'un élément piézodlectrique
rigide.

On connait aussi l'utilisation de polyméres ferro-
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électriques dans plusieurs domaines, tels gque 1l'acoustigue
sous-marine ou aérienne, 1l'acoustique médicale et les cap-
teurs piézoélectriques, de fagon générale. Ces matériaux
sont trés utiles car ils sont moulables et déformables,
contrairement aux capteurs piézoélectriques, et peuvent
étre facilement réalisés avec toute épaisseur voulue. On
peut donc les utiliser dans des applications ol les cap-
teurs de guartz sont inutilisables ou presque.

On sait aussi que les polyméres piézoélectriques
possédent des propriétés trés avantageuses pour la réalisa-
tion de capteurs piézoélectriques. En effet, leurs proprié-
tés piézoélectriques peuvent étre adaptées convenablement
par utilisation de la transition entre leurs phases cris-
tallines et par réglage de leur degré de <cristallinité.

Leur polarisation peut avoir l'orientation voulue, la mieux

adaptée au capteur particulier réalisé.

L'invention met en oeuvre la combinaison de tous ces
enseignements de la technique antérieure. pour la réélisa—
tion d'éléments sensibles et de capteurs ayant des proprié-
t

o
AR

tés originales et donnant des résultats qui n'ont pas
obtenus & ce jour avec d'autres capteurs.

Plus précisément, 1l'inventioén concerne un élément
sensible destiné & 1la détection d'au moins un composé
présent a une faible concentration dans un fluide ; cet
élément comprend un substrat étendu formé par au moins un
film non rigide d'un polymére ferroélectrique ayant deux
grandes faces, deux électrodes dont l'une au moins est
formée sur une grande face du substrat, et au moins une
membrane formant une surface externe de l'élément sensible,
la membrane étant d'un type capable de fixer sélectivement
ledit composé.

Dans un premier mode de réalisation de 1'invention,

‘les deux électrodes sont formées sur les deux grandes faces-

du substrat, et la membrane est appliquée sur une électrode
au moins, du coté opposé au substrat. Il est avantageux

dans ce cas que l'épaisseur du substrat soit compfise entre
1 et 100 um. '
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Dans un second mode de réalisation de 1l'invention,
le substrat comporte deux films ferroélectriques collés
l'un & l'autre 'par une de leurs faces et ayant des polari-
sations de sens inverses, 1'élément sensible formant ainsi
une structure . bimorphe. Il est alors avantageux que la
membrane soit disposée au moins a 1'extrémité du substrat
qui est opposée a celle gqui est destinée & étre fixée.

Dans un troisiéme mode de réalisation de . 1'inven-
tion, le substrat est formé par un seul film de ' polymére
ferroélectrique, et ce film constitue l'isolant de grille
d'un transistor & effet de champ, la membrane étant dispo-

"sée sur l'électrode qui constitue l'électrode de grille du

transistor. Il est alors avantageux gue le substrat compor-
te en outre une mince couche isolante sur chacune de ses
faces, & 1la fois du coté de l'électrode de grille et du
cdté d'un corps semi-conducteur contenant les régions de’
source et de drain. _

De préférence, le polymére fefroélectrique est chei-
si dans le groupe qui comprend le fluorure dé polyvinyli-
déne, les copolyméres de fluorure de vinylidéne et de
trifluoréthyléne, les copolyméres de fluorure de vinylidéne
et de tétrafluoréthyléne, les mélanges de deux au moins de
ces polymére et copolyméres, et les mélanges de l'un au
moins de ces polymére et copolyméres avec du polyméthacry-
late de méthyle. '

Pendant la détection, 1la membrané fixe sélectivement
ledit composé soit par un effet physique stérigue, soit par
une réaction chimique due & une affinité spécifique. Cette
réaction chimique peut étre par exemple une réaction enzy-
matique ou une réaction du type antigéne-anticorps.

Il est trés avantageux que la membrane soit d'un
type qui, aprés fixation dudit composé, peut étre régénéré.

L'inven{ion concerne aussi un capteur destiné & la
détection qualitative ou quantitative d'un composé présent
a2 une faible concentration dans un fluide ; ce ‘capteur
comporte un élément sensible tel que défini précédemment,
un dispositif de montage destiné & supporterr 1'élément
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sensible, et au moins deux bornes d'alimentation électrique
connectées aux deux électrodes.

Dans un mode de réalisation particuliérement avanta-
geux, ce capteur comprend un second élément sensible sem-
blable au premier, le dispositif de montage étant tel gque
le second élément n'est pas exposé au composé qui doit étre
détecté tout en étant placé par ailleurs pratiquement dans
les mémes conditions que le premier élément sensible, afin
que le capteur permette une détection ou une mesure diffé-
rentielle de 1la présence ou de 1la concentration dudit
composé.

D'autres caractéristiques et avantages de 1'inven-
tion ressortiront mieux de la description qui va suivre,
faite en référence au dessin annexé sur lequel :

- la figure 1 est une coupe schématique d'une partie
d'un élément sensible selon l'invention ;

- la figure 2 est une coupe schématique d'un capteur
selon un premier mode de réalisation de 1l'invention ;

- la figure 3 est une coupe schématique d'une va-
riante du capteur de la figuré 2 ;

- la figure 4 est un schéma du circuit d'un capteur
différentiel du type représenté sur la figure 3 ;

_ - la figure 5 est une coupe schématique d'un capteur
selon un second mode de réalisation de 1'invention ;

- la figure 6 est une coupe schématique d'un tran-
sistor. & effet de champ a grille isolée utilisé dans un
capteur de la technique antérieure ;

- la figure 7 est une coupe schématique analogue a
la figure 6, représentant un transistor a effet de champ
ayant un isclant de grille formé d'un polymére ferroélec-
trique, selon la technigue antérieure ; et

- la figure 8 est une coupe schématique analogues
aux figures 6 et 7, représentant un transistor & effet de
champ utilisé dans un capteur selon l'invention.

La figure 1 représente la structure du capteur le
plus simple selon l'invention. Un substrat 10 est revétu,
sur chacune de ses grandes faces, parvdeux €lectrodes 12 et
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14. Une membrane 16 est disposée sur 1l'électrode 14.

Le substrat 10 est formé d'un polymére ferroélectri-
que gqui est de préférence un polymére de fluorure de viny-
lidéne. Un tel polymére est obtenu avec un taux élevé de
cristallinité en phase B jusqu'a des températures relative-
ment élevées, de l'ordre de 150 °C. Il peut former des
couches réalisées par dépdt chimique en phase vapeur, et

l'orientation de sa polarisation peut &tre déterminée par

un champ électrique convenablement appliqué. Il peut aussi
étre préparé par étirage ou par les procédés classiques de
fabrication de films.

Le polymére ferroélectrique peut aussi &tre consti-
tué par un copolymére du fluorure de vinylidéne, notamment
avec le trifluoréthyléne et/ou le tétrafluoréthyléne.

Le polymére de fluorure de vinylidéne ou un ou
plusieurs de ses copolyméres peuvent aussi &tre mélangés &

e

un autre copolymére de fluorure de polyvinylidéne et/ou
un polymere de méthacrylate de méthyle. :

Dans le mode de réalisation de 1la figure 1, 1le
substrat a une épaisseur comprise de préférenée entre 1 et
100 um. Elle dépend de 1la fréquenée utilisée qui varie de
fagon générale entre 10 MHz environ pour une épaisseur de
100 um, et 1 GHz environ pour une épaisseur de 1 um. Le
film est polarisé a une valeur qui est avantageusement de
l'ordre de 1 & 5 MV/cm. '

Les électrodes 12 et 14 peuvent &tre de tout type
connu qui adhére bien au substrat. Par exemple, on peut
utiliser des électrodes d'or ou d'aluminium. Lorsqu'il est
souhaitable que les électrodes soient transpafentes, par

exemple lorsque le substrat est suffisamment transparent

pour transmettre de la lumiére, elles peuvent étre formées
d'oxyde d'étain, de maniére connue.

La membrane 16 peut étre de natures et d‘épaiéseurs
trés diverses. Elle dépend essentiellement de la nature du
composé qui doit étre détecté et des conditions d'utilisa-
tion du capteur. D'abord, elle doit bien entendu résister
au fluide constituant le véhicule du composé & - détecter.
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Cette résistance est & la fols physique (elle ne doit pas
étre arrachée par le courant de fluide) et chimigue (elle"
ne doit pas étre dissoute, modifiée, gonflée, etc par ce
véhicule fluide).

Ensuite, la membrane doit posséder des propriétés
convenables de sélectivité vis-a-vis du composé a détecter,
en présence des autres substances et du véhicule fluide.
Par exemple, la membrane peut contenir de l'uréase lors-
qu'elle doit détecter l'urée, de la cholestérol-estérase
lorsqu'elle doit détecter le cholestérol, de l'antialbumine
lorsqu'elle doit détecter 1l'albumine, etc. Elle peut aussi
présenter une surface délimitant des motifs stériques ana-
logues a ceux des cellules olfactives, ou fixer les molécu-
les du composé & détecter par adsorption sélective.

La membrane peut é&tre préparée par tout procédé
connu. Comme il est souhaitable gu'elle soit trés mince
(quelgues microns par exemple ou moins), 11 est avantageux
gu'elle soit formée par dépdt chimigue en phase vapeur.
Cependant, un procédé commode dans certains cas est une
épitaxie par craquage et évaporation. Cette technique est
déja connue pour la réalisation de telles membranes et on
ne la décrit donc pas plus en détail.

11 est souhaitable que l'élément sensible puisse
étre régénéré afin qu'il puisse étre utilisé de fagon
répétée. Dans le cas d'une sélectivité physique, la régéné-
ration de 1'élément sensible est relativement simple et
peut comprendre simplement la circulation d'un courant de
fluide dépourvu du composé a détecter. En général, cette
régénération est facilitée par un chauffage modéré de 1la
membrane. Dans le cas d'une sélectivité chimique, le régé-
nération peut étre obtenue, au moins partiellement, par.une
autre réaction chimique concurrente de la premiére. '

Lors du fonctionnement de l'élément sensible de 1la
figure 1, 1la variation d'impédance due & la variation de
masse de la membrane provogue une variation du courant qui
circule, comme décrit plus en détail dans la suite en
référence a la figure 4. |
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L'élément sensible représenté sur la figure 1 peut
étre utilisé par exemple dans le capteur de la figure 2.
Sur cette figure, les références identiques a celles de la
figure 1 désignent des éléments analogues.

Les électrodes 12 et 14, qui sont revétues toutes
deux d'une membrane 18, 16, s'arrétent avant le bord du
substrat et laissent une ou plusieurs parties marginales
20, 22 afin que le substrat puisse étre serré par un dispc-
sitif de montage qui comporte un corps 24 et un barillet
26, sans . contact direct avec les électrodes. Lorsque le
capteur a une forme cylindrique, le corps 24 et le barillet
26 peuvent coopérer par vissage. Des bornes d'alimentation
(non représentées) sont au contact des électrodes et per-
mettent 1'application d'une tension.

Pendant le fonctionnement du capteur représenté sur
la figure 2, une tension alternative est appliquée aux
bornes et 1'élément sensible vibre & sa fréguence de résc-

nance. Un courant de fluide (avantageusement un gaz) conte-

nant le composé & détecter, auguel la membrane est sélecti-
vement sensible, est alors formé afin qu'il circule au
contact de la membrane 16 seule. Comme l'autre membrane 18
n'est pas au contact du courant de fluide contenant le
composé a détecter, il apparait un déséquilibre entre les
deux électrodes. Celui-ci se traduit par une variation
d'impédance et provogue un déplacement de la frégquence de
résonance. Ce déplacement de fréquence est détecté par un
circuit électronique de type bien connu des hommes du
métier. 7

I1 faut noter que, dans ce mode de réalisation comme
dans les suivants, il est souhaitable que la quantité du
composé a détecter qui est fixée a la membrane .soit suffi-
samment faible par rapport a la quantité qui peut é&tre
fixée & saturation pour que la mesure soit sensible. "En
outre, dans le cas de certains processus de fixation, 1la
mesure peut alors étre linéaire et 1l'étalonnage du capteﬁr
est simplifié. Cependant, bien gue cette caractéristique

" soit avantageuse, elle n'est pas indispensable.
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La figure 3 représente une variante du mode de
réalisation de la figure 2. On note gue le capteur comporte
deux éléments sensibles 28 et 30 analogues a celui de la
figure 1. Cependant, un seul d'entre eux, 1'élément 28, est
au contact du fluide contenant le composé & détecter. En.
conséquence, les deux éléments sensibles peuvent étre uti-
lisés dans un montage différentiel permettant 1l'élimination
de 1'influence de tous les paramétres autres que la varia-
tion de masse de la membrane externe, donc la concentration
du composé a détecter.

La figure 4 représente schématiquement un circuit a

“montage différentiel comprenant un amplificateur différen-

tiel 32 aux entrées duquel on a représenté les éléments
sensibles 28 et 30. Ceux-ci sont représentés sous forme de
circuits égquivalents comprenant, en série, une impédance
insensible & la polarisation et comprenant une capacité
(Cl, C2) et une résistance (Rl, R2), et une impédance
associée au comportement piézoélectrique (X1, X2). La va-
riation d'impédance provogue une variation du courant élec-
trique qui y circule,. et cette derniére variation est
détectée.

La figure 5 est une coupe d'un autre mode de réali-
sation de 1'invention. Le substrat comporte -deux films
polyméres ferroélectriques 34 et 36 qui sont collés l'un &
1'autre par une grande face, avec interposition d'une élec~-
trode centrale (non représentée), comme décrit par exemple
dans 1la demande de brevet frangais n® 8l 24 564, et qui
sont 'polarisés en sens inverses afin qgu'ils forment une

structure bimorphe. Deux électrodes 38 et 40 sont appli-

quées sur les faces externes du substrat et sont reliées &

des contacts 42 et 44 reliés a des bornes d'alimentation et
qui- sont fixés sur un dispositif isolant de montage 46.
L'extrémité du substrat ne porte pas d'électrode et est
revétue d'une membrane 48. Enfin, un capot 50 entoure
1'élément sensible afin que seule son extrémité dépasse du
capteur. ' i

Les natures, les dimensions et les autres propriétés
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du substrat, des électrodes et de la membrane peuvent étre
analogues & celles des éléments correspondants décrits en
référence a la figure 1. En outre, la membrane peut se
prolonger sur .les électrodes 38 et 40, ou ces derniéres
peuvent é&tre revétues d'une membrane analogue, mais inac-
tive, c'est-a-dire n'ayant pas dtaffinité sélective pour le
composé a détecter.

' Le fonctionnement de ce second mode de réalisation
est le suivant. L'élément sensible ayant la structure bi-
morphe est mis en vibration, comme le suggére 'la forme
courbe de la figure 5, par application de tensions ‘entre
1'électrode intermédiaire et les électrodes ex-erhes 38,

40. Si un composé auquel la membrane 48 est sélectivement

sensible est présent, il se fixe sur la membrane 48 et la
masse de celle-ci augmente. La fréquence de vibration de la
structure bimorphe est modifiée, et l'amplitude de la va-
riation de fréquence est une mesure de” la quantité du’
composé qui s'est fixée & la membrane, dans la plage de
variation linéaire, comme indigué précédemment pour 1le
premier mode de réalisation. Il faut noter que la membrane
est de préférence & l'emplacement le plus éloigné de 1la
fixation, et que la sensibilité est donc la plus grande
possible, pour une masse donnée de composé fixée a la
membrane.

on considére maintenant un troisiéme mode de réali-
sation de 1l'invention. Celui-ci est représenté sur la figu-
re 8, mais il convient d'abord de considérer des modes de
réalisation de la technique antérieure.

La figure 6 représente un transistor a effet de
champ a grille isolée de type connu, cité dans l'introduc-
tion du présent mémoire. Un corps 52 de silicium monocris;
tallin de type p comporte des régions dopées de type n
formant des régions de source et de drain 54 et 56, un
isolant de grille 58, foimé de nitrure de silicium, et une
électrode auxiliaire 60. Dans ce transistor, une membrane
enzymatique 62, sensible au composé & analyser, est dispo-
sée sur 1l'isolant de grille. La fixation du composé a
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analyser provogue la variation du potentiel électrigue de
la membrane et en conséquence de celui de 1l'isolant de
grille. Le courant de drain du transistor est ainsi modi-
£ié. Ce transistor ne comporte aucun élément ferroélectri-
que ou piézoélectrique, mais il indique qu'un fonctionne-
ment électrique peut é&tre modifié par la fixation d'un
composé sur une membrane.

La figure 7 représente un autre transistor ‘connu,
décrit dans un article de N. Yamauchi, J. of Applied
Physics of Japan, 1986, vol. 25, p. 590~594. Il comporte un
corps 64 de silicium monocristallin ayant deux régions
dopées formant des régions de source et de drain 66 et 68.
L'électrode de' grille 70 est séparée du corps 64 par un
isolant de grille constitué par une couche centrale 72 d'un
polymére ferroélectrique entourée de part et d'autre par
des couches isolantes 74 et 76 d'oxyde de silicium. La
polarisation de la couche centrale du polymére ferroélec-
trique peut étre commutée par application d'un champA élec-
trique dans un sens ou dans 1l'autre. Ce transistor peut
donc constituer une cellule de mémoire permanente. Ce dis-

positif fonctionne en courant continu, il ne met pas en:

ceuvre les propriétés piézoélectriques du polymére, et il

_ne comporte aucune membrane capable de fixer un composé

guelcongque.

La figure 8 représente un capteur selon un troisiéme
mode de réalisation, sous forme d'un transistor. Celui-ci
comporte un corps 78 de siliciuT monocristallin de type P,
des régions dopées de type n formant une source et un
drain 80 et 82, et une électrode de grille 84. Une couche

86 d'un polymére ferroélectrique constitue 1l'isolant de

grille. Elle peut éventuellement étre munie de couches
isolantes analogues aux couches 74 et 76 de la figure 7. La
structure décrite jusqu'a présent est donc semblable . &
celle du transistor de la figure 7.

Selon l'invention, une membrane sélectivement réac-
tive 88 est formée sur l'électrode de grille 84. Cette
couche peut étre formée de la méme maniére que la membrane
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décrite en référence a la figure 1. Il faut.que, dans le
dispositif terminé, elle reste exposée & l'extérieur du
capteur.

cet élément sensible peut étre fabrigué par les
techniques classiques de fabrication des semi-concucteurs,
et la couche ' du polymére peut étre réalisée pérr dépdt
chimique en phase vapeur. On peut avantageusement se repor-

-

‘ter & 1l'article précité de Yamauchi pour la description

d'un exemple de procédé de réalisationm.

on considére maintenant le fonctionnement du dispo-
sitif de 1la figure 8. Contrairement au dispositif de 1la
figure 7, le capteur est utilisé en courant alternatif. La
variation de 1'impédance autour de la fréquence de résonan-
ce provoque une modulation du courant de drain, par pince-
ment du canal source-drain. La mesure du courant de drain
permet alors la détermination de la charge massigue de la
membrane, et donc de la concentration du composé fixé par
la membrane. ) )

Dans tous les modes de réalisation de 1'invention,
1'élément sensible est utilisé & la résonance ou a2 son
voisinage. La sensibilité est donc trés grande, si bien gque
ces capteurs sont essentiellement destinés & la mesure de
concentrations trés faibles, allant de quelques parties par
milliard a quelques parties par million.

Les hommes du métier connaissent bien les appareils
et circuits électroniques nécessaires pour le traitement et
1a mesure de courants ou de fréguences i la résonance et a
son voisinage. On ne les décrit donc pas dans le présent
mémoire.
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REVENDICATIONS
1. Elément sensible destiné & la détection d'au moins un

composé présent a une faible concentration dans un fluide,
caractérisé en. ce qu'il comprend un substrat étendu (10)
formé par au moins un film non rigide d'un polymére ferro-
électrique ayant deux‘grandes faces, deux électrodes (12,

'14) dont l'une au moins est formée sur une grande face du

substrat, et au moins une membrane (16) formant une surface
externe de 1'élément sensible, la membrane étant d'un type
capable de fixer sélectivement ledit composé.

2. Elément selon la revendication 1, caractérisé en ce
que les deux électrodes (12, 14) sont formées sur les deux
grandes faces du substrat, et la membrane (16) est appli-
quée sur une électrode au moins, du c¢dté opposé au
substrat.

3. Elément selon la revendication 1, caractérisé en ce
que le substrat comporte deux films ferroélectriques (34,
36) collés l'un a l'autre par une de leurs faces et ‘ayant
des polarisations de sens inverses, l;élément sensible

_ formant ainsi un élément bimorphe.

4. Elément selon la revendication 3, caractérisé en ce
que la membrane (48) est disposée au moins a l'extrémité du
substrat qui est opposée a celle qui est destinée a étre
fixée. .

5. Elément selon la revendication 1, caractérisé en ce
gue le substrat (86) est formé par un seul film de pblymére
ferroélectrique, et ce film constitue 1l'isolant de grille
d'un transistor & effet de champ, la membrane (88) étant
disposée sur l'électrode (84) qui constitue 1l'électrode de
grille du transistor.

6. Elément selon l'une quelcongue des revendications
précédentes, caractérisé en ce que le polyméfe ferroélec-
trique est choisi dans le groupe qui comprend le fluorure
de polyvinylidéne, les copolyméres de fluorure de vinyli-
déne et de trifluoréthyléne, les copolyméres de fluorure de
vinylidéne et de tétrafluoréthyléne, les mélanges de deux
au moins de ces polymére et copolyméres, et les mélanges de
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l'un au moins de ces polyméfe et copolyméres avec du poly-
méthacrylate de méthyle. ,

7. Elément selon l'une quelcongue de revendicaticns
précédentes, caractérisé en ce que la membrane (16) £fixe
préférentiellement ledit composé par un effet physique
stérique, ou par une réaction chimique due a une affinité
spécifique.

8. Elément selon l'une quelconque des revendications

précédentes, caractérisé en ce que la membrane (16) ‘est

d'un type qui, aprés fixation dudit composé, peut étre
régénéré. ,

9. Capteur destiné & la détection qualitative ou quan-
titative d'un composé présent & une faible concentration
dans un fluide, caractérisé en ce qu'il ccmporte un élément
sensible selon 1l'une quelconque des revendications précé-
dentes, un dispositif de montage (24, 26) destiné a suppor-
ter 1'élément sensible, et au moins deux bornes d'alimenta-

.tion connectées aux deux électrodes.

10. Capteur selon la revendication 9, caractérisé en ce
gu'il comprend un second élément sensible (30) semblable au
premier (28), 1le dispositif de montage étant tel que le
second élément (30) n'est pas exposé au composé qui doit
étre détecté tout en étant placé par ailleurs pratiquement
dans les mémes conditions que le premier élément (28), afin
que le capteur permette une mesure différentielle de la
présence ou de la concentration dudit composé
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